
【技術分類】３－３－２ 液晶表示デバイス／動画対応フレキシブル表示デバイス／その他の方式 

【 ＦＩ 】Ｇ０２Ｆ１／１３３，５５０ 

【技術名称】３－３－２－１ 多結晶シリコン TFT-液晶デバイス作製技術 

 

【技術内容】 

全てがプラスチック基板からなるフレキシブルディスプレイの分野で多結晶シリコン TFT によって

駆動するカラー液晶は未だ登場していない。TFT 駆動のプラスチックディスプレイ作製技術の最新動

向と基板に使用されるプラスチックについて解説している。 

 

【図】 

図 1 多層型偏光ミラー膜を利用した LCD の輝度向上 

 

出典：【出典／参考文献】と同一、49 頁 図 3 多層型偏光ミラー膜を利用した LCD の輝度向上 

 

図 1 の説明：3M 社が開発上市した多層型偏光ミラー膜（DBEF）を液晶ディスプレイの構造を示して

いる。P 波のみを通し､s 波を反射する偏光ミラーを下側偏光フィルムの下に置くことによって、光の

反射強度が最大で 60％向上する。 
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図 2 各種プラスチックおよびガラスの物性 

 

出典：【出典／参考文献】と同一、51 頁 表 1 各種プラスチックおよびガラスの物性 

 

図 2 の説明：携帯用情報端末用に使用されている、あるいは、今後使用されであろうプラスチック

基板材料の物性を纏めて表示している。 

 

【出典／参考資料】 

「プラスチックディスプレイ作製技術の最新動向」、「月刊ディスプレイ Vol.9 No.3」、2003 年、

渡辺敏行著、株式会社テクノタイムズ社発行、47－54 頁 
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【技術分類】３－３－２ 液晶表示デバイス／動画対応フレキシブル表示デバイス／その他の方式 

【 ＦＩ 】Ｇ０２Ｆ１／１３３，５５０、Ｇ０９Ｆ９／３５ 

【技術名称】３－３－２－２ 多結晶シリコン TFT-液晶デバイスの TFT 転写プロセスと TFT 特性変化 

 

【技術内容】 

低温ポリシリコン(LTPS)薄層フィルムトランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)が、その高精細性

から小型ディスプレイ用途に注目されているがガラス基板のまま薄型化するとガラスが脆く、割れや

すくなると言う難点がある。この問題点を解決するために、ガラス基板上に作製した厚さ数μm の薄

型デバイスをプラスチック製基板上に転写する技術が開発されているがその技術の内容と今後の開発

方向について紹介している。 

 

【図】 

図 1 ソニーが開発した低温ポリシリコン TFT の転写プロセス 

 

出典：【出典／参考文献】と同一、18 頁 図 4 ソニーが開発した低温ポリシリコン TFT の転写プロ

セス 

 

図 1 の説明：ソニーが開発した低温ポリシリコン TFT の転写プロセスを模式的に示した。この転写

プロセスは大面積の転写が可能である。 
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図 2  

 

出典：【出典／参考文献】と同一、19 頁 図 7 転写前後の TFT 特性の比較 

 

図 2 の説明：チャンネル長さ 7μm、チャンネル幅 20μm の TFT 特性（IDS-VGS特性、IDS；ドレイン-

ソース間電流、VGS：ゲート電圧）を転写前後で比較して図示した。転写前後で特性の変化は認められ

ない。 

 

【出典／参考資料】 

「プラスチック基板低温多結晶 SiTFT-LCD の最新動向」、「月刊ディスプレイ Vol.10 No.3」、2004

年、浅野明彦著、株式会社テクノタイムズ社発行、15－20 頁 
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【技術分類】３－３－２ 液晶表示デバイス／動画対応フレキシブル表示デバイス／その他の方式 

【 ＦＩ 】Ｇ０２Ｆ１／１３３，５５０、Ｇ０９Ｆ９／３５ 

【技術名称】３－３－２－３ 多結晶シリコン TFT-液晶デバイスの電気光学特性 

 

【技術内容】 

低電圧駆動ポリマー分散型液晶表示素子用の液晶混合物を開発した。電気泳動による不純物イオン

の除去により、材料物性として高誘電異方性と高抵抗性を同時に達成できるようになった。 

 

【図】 

図 1 電気泳動処理による液晶材料の高抵抗化 

 

出典：【出典／参考文献】と同一、57 頁 図 1 電気泳動処理による液晶材料の高抵抗化（Δn＞0.2） 

 

図 1 の説明：電気泳動によって高抵抗かされた液晶材料（Δn＞0.2）の例を示している。電気泳動

処理によって従来の比抵抗値を 1桁上昇することが出来る。 

 

図 2 PDLC セルの電気光学特性（20℃） 

 

出典：【出典／参考文献】と同一、57 頁 図 2 PDLC セルの電気光学特性（20℃） 

 

図 2 の説明：高分子分散型液晶（PDLC）セル（厚さ 10μm）の電気光学特性と VHR を 20℃値にて示
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した。液晶 A、液晶 B を点灯するためには、各々、10V、8V の印加を要するが、液晶 C では 3V という

非常に低い電圧で点灯が可能であり、VHR も 20℃で 98.8％という高い値を示している。 

 

【出典／参考資料】 

「TFT 駆動のフレキシブル LCD 用液晶混合物の開発」、「工業材料 Vol.52 No.4」、2004 年、澤田温

著、株式会社日刊工業出版プロダクション発行、56－58 頁 
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